
Transistors NPN silicium 
Planar epitaxiaux 
NPN silieon transistors 
fpitaxial planar 

- Amplification BF petits signaux 
LF smal/ signal amplification 

- Commutation 
Switching 

Dissipation de puissance maximale 
M;uimum power dissipation 
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* Dispositif recommand~ 
Prefered device 

Donn,i1es principales 
Principal testuras 

Vceo sov 

h21e 
{5mA) 

·--------

1
40-100 

80-200 

2N 735,A 

2N736,B 

Boitier TO -18 
Case 

c Q 
B 

Le collecteur es t rei ie au boitier 
Collector is connectfld to csse 

Valeurs limites absolues d' ut i l isation a tamb= 25"C 
Absolutli ratings ( Iimiting valuas) 

::·<·f · .. ··::•· .. .·· : ~··. ·· i:~N,7~5 I2N7~5Ą 
)~ 

·~~j 2N 73& ·· · ~1\173U < 

Tension collecteur-base 
VCBO BO BO BO BO V Collector-base vo/tage 

Tension collecteur-Bmetteur VCEO 60 60 60 60 V Coflector-emitter voltage 

Tensio n Bmetteur-base VEBO 5 Emitter-base voltage 6 5 8 V 
-

Courant collecteur Ie 50 50 50 100 mA Collector current 

Dissipation de puissance Ptot 0,5 0,5 0,5 0,5 w Power dissipation 
r----------·-- -

Temperature de jonction 
Jun ction temperature max. tj 200 200 200 200 o c 

-

T emperature de stockage min. 1st g 
- 65 - 65 - 65 - 65 

Storage temperature max. +200 +200 +200 +200 o c 

-

1970 - 08 1/7 
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2N 735 * 
2N 735 A 
2N 736 * 
2N 736 B 

Caracteristiques generales 
Generał characteristics 

a tamb=25°C 
( Saul indications contraires l 
(Un/ess otherwise specified) 

Caracteristiques statiques 
St~tic ch~r11cteristics 

ecurant residuel collecteur-base 
CoiiBctor-base cut-off current 

ecurant residuel collecteur-base 
Co/lector-basB cut-off current 

ecurant residuel emetteur-base 
Emitter-base cut-off current 

Tension de claquage collecteur-base 
Collector-base break do w n voltage 

Tension de claquage collecteur-Eimetteur 
Co/lector-emitter breakdown voltage 

Tension de claquage emetteur-base 
Emitter-base breakdown voltage 

V:aleur statique d u rapport d u transtert 
d1rect d u ecurant 
Static forward curren t transfer ratio 

ó.; 2% 
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*2N 
2N 

* 2N 
2N 

Caracteristiques generalas a tamb = 25oC 
Generał characteristics (Saul indó~:ations contraires) 

( Unltłss otht~rwin specifitłd) 

Caracteristiques statiques 
Static cńaracteristics 

Tension de saturation collecteur-emetteur 
Collector-emitter uturstion voltaga 

Tension de saturation base-emetteur 
Base-emltter Sllturstion voltag• 

Ie = 10mA 
IB = 2 mA 

Ie = 10mA 

IB = 2 mA 

ques dynamiques (pour petits signaux) 
cń,oracterislric~ (for sm•ll sign•ls) 

Rapport de transfer! direct d u ecurant 
Forwtud current trtmsfsr ratio 

lmpedance d'entree 
lnput impedance 

Frequence de transition 
Transitlon frequency 

Capacite de sortie 
Outpur capacitance 

lE =-5mA 

VcE=5 V 
tamtt= -55 ° C 

=1kHz 

lE =-5mA 

vcc5v 

lE =-5mA 

VcE=5 V 
f =30 MHz 

VcB=5 v 

lE =O 
f =1 MHz 

2N 736 B 40 

2N 735,A 
h11e 
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f T 

2N 736 B 100 
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735 * 
735 A 
736 * 
736 B 
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Caracteristiques statiques 
Stalic charact6ristics 

2N 735 -2N 735 A 

tamb = 2s•c 

~A 

20 30 40 VCE (V) 

2N 736- 2N 736 B 

tamb = 25•c 
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Caracteristiques statiques 
Stalic ch11racteristics 
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2N 735 * 
2N 735 A 
2N 736 * 
2N 736 B 

Caracteristiques dynamiques 
Dynamie charact•ristics 
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* 2N 
2N 

* 2N 
2N 

735 
735 A 
736 
736 B 

Caracteristiques dynamiques 
Oyn11mic ch8racteristics 
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